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PdSi — Si STRUKTURLARIN ALINMA
TEXNOLOGIYASI VO FOTOELEKTRIK XASSOLORI
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Mogalads PdSi - Si strukturunun alinma texnologiyasi vo onun asasinda Sottki ¢oparin fotoelektrik xassosi todqiq edilmisdir. Malum ol-
musdur ki, PdSi nazik toboagali “optik pezenator” soklinda Sottki gobuledicisinin yaradilmasi kvant fotoemissiyasi amsalinin artimina gatirir.
Fotohassas strukturun siialanmani udma doracasi Tokca PdSi-nin galinligindan deyil, ham ds dielektrikin galinlig1 ve materialindan asilidir.

Miasir elm vo texnikanin intensiv inkisafi yarimkegirici-
lar elektronikasmin inkisafi ilo six slagadardir. Bu elm saho-
sinin inkisafi ilo bagli olaraq kosmik texnika vo texnologiyani
inkisaf etdirmok miimkiin olmusdur. Optoelektron cihazlarin
vo inteqral sxemlorin sonraki inkisafi moévcud cihazlarin daim
tokmillogdirilmasini vo daha miikommal texnologiya osasinda
yarimkegirici cihazlarin yaradilmasini talab edir [1,2].

Son iller infraqirmiz1 (IQ) siialanma qobuledicilori genis
yayilmigdir ki, bunlar da palladium silisidi - silisium (PdSi - Si)
osasinda Sottki ¢oparli diodlardan olan matrisa bazasinda ha-
zirlanir. Onlarin xassolori hom tomiz, hom do miixtslif agqar-
lar olava edilmis silisium vo germanium, qurgusun vo kadmi-
um sulfidleri, antimonid vo indium osasinda hazirlanmis IQ -
stialanma dedektorlarindan prinsipial olaraq forqlenir.

PdSi - Si Sottki diodlar1 asasinda siialanma gobuledicilori
kadmium tellurid bork mohlullar: civs istifads olunan IQ-tex-
nika sistemlori ilo miiqayisads bir sira Gistiinliiklors malikdirlor.

PdSi - Si hossas elementlari olan siialanma gabuledicilari-
nin asas ustlinliiklori ayri-ayr1 elementlor {izro hassasligin ¢ox
yiiksok bircinsliyi, silisium inteqral sxemlorin sonaye texno-
logiyasindan istifado etmoklo hazirlanmasinin miimkiinliiyti
vo hamginin ilkin material kimi standart silisium monokrista-
linin totbiq edilo bilmasidir ki, bu da dedekts olunan element-
lorin gobuledici sisteminin gabuledici — giiclondirici va ra-
gomli montiqi elektronika bloklari ilo effektiv alagalondirmo-
yo imkan verir [3]. Elementlorinin say1 200X200 olan PdSi -
Si kontaktlar1 bazasinda qobuledicilordon istifado etmoklo ya-
radilan IQ kameranin ayirdetmo qabiliyyati televiziyanin
ayirdetma gabiliyystine yaxin olur. Bundan slava, tesvirin gqo-
bulu tigiin yiiksok hassasliga malik elementlor hesablayan (sa-
yan) YOC (yiik olagoali cihazlar) qurgulu 16vhods asanligla
formalasir. Belo uzlasma perspektivdo vahid texnoloji tsiklo
tabe olmayan kadmium - civo telluridlori gobuledicilorinden
istifado asasinda sistemlorlo miiqayisads daha ucuz televiziya
sistemlorinin yaradilmasinin miimkiin olmasinin toyin edir.

Beloliklo, tamamilo nazik PdSi tobogolarinin, onlar osa-
sinda fotohassas qurgularin alinma texnologiyast vo onlarin
elektrik, fotoelektrik xassolorinin todqiqi baxilan strukturlar-
da fiziki proseslarin xiisusiyyatlorini aydinlagdirmaq tigiin bo-
yiik maraq kasb edir.

PdSi — Si OSASINDA FOTOHOSSAS ELEMENTLO-
RiN HAZIRLANMA TEXNOLOGIYASI

Girigdo deyildiyi kimi, PdSi - Si kontakt1 asasinda Sottki
¢oporli diodlar sdpektrin IQ oblast: ii¢iin dedektor kimi isti-
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fado edilo bilor. Lakin bu gobuledicilorin kvant effektivliyi
p-n kegidlori vo gdstorilon yarimkegiricilor asasinda hazirlan-
mis fotogobuledicilorlo miiqayisads kigikdir. Kvant effektiv-
liyini artirmaq i¢iin Sottki gobuledicilori “optik rezanator”
soklindo hazirlanir: burada PdSi-nin galnligi 120A-don artiq
olmamalidir. Bu moagsadlo bizim torafimizdon nazik PdSi —
Si kontaktlarinin alinmasi ti¢iin ¢oxtobagoali metallasma tex-
noloji rejimi islonmisdir.

Metal tobaqasi ilo silisium arasinda reaksiya naticosinds
silisidin formalagmasi zamani metallik toboqgonin istifado et-
diyi silisiumun miqdarini nazaers almaq lazimdir. Bu hesabla-
malar cadval 1-ds verilmigdir. Burada Pd, Si vo PdSi-nin six-
liglarinin nazari qiymatlorinden istifads edilmisdir. Lakin hal-
hazirda bels rejimin praktiki reallagmasi tozlandirma qurgula-
rinin tokmil olmamasi baximindan ¢atindir. Sonraki naticalar
birtobagoli metallagma rejiminos aid olacagq.

Cadval 1
Tabagalor Qalinligy, A
I tobago Pd 70
11 tobage Si 15
111 tabago Pd 12
IV tobaga Si 14
V toboago Pd 10
VI tabago Si 14
VII tobogo Pd 10

Birtobogoli metallasma zamani fotohossas strukturlarn

hazirlanma prosesini agagidaki ardicilligla tasvir etmok olar:
- p - tip (n - tip) silisiumun oksidlogmasi;
miihafizo olunan n(p) oblastlarin formalagmasi {igiin
pancaralorin agilmast;
n(p) oblastlarin formalagsmasi {igiin fosforun (borun)
diffuziyas;
¢opar tabagolorin formalagmasi ticlin pancoralorin agilmast;
nazik Pd metal tobaqonin ¢okilmosi;
PdSi yaranmasi ti¢lin vakuumda vo qaz qarisiginda
tabalma;
reaksiyaya girmayan Pd va SiO, tabagalorinin gétiiriilmasi;
TiW diffuzion gopar tabagesinin vo Al kontaktin ¢okilmasi;
tobaqoyo qodor kontakt pancorslordon TiW orintisinin vo
Al-nun silinmasi;
isiglanan ortiiyilin ¢okilmaosi.

Texnoloji amoliyyatlarin sayini1 azaltmagq ii¢iin bizim to-
rofimizdan spektral mkm diapazonda islayan fotogobuledici-
lorin hazirlanmasinin yeni metodu toklif edilmisdir ki, bu
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metodun mahiyyati asagidakilardan ibaratdir: PdSi orintisinin
ovozino PATiW vo ya Tl / PdTiW-don istifado etmak.
Osas istiqamatlor iizra texnoloji amosliyyatlar asagidaki-
lardan ibaratdir:
- 16vholorin oksidlogmasi;

oksidda pancaralorin agilmast;

PdTiW vo ya T1/ PdTiW-nin tozlandirilmasi;

PdSi tobagosinin alinmasi iigiin tabalma;

poncaralore TiW — in agindirilmast;

aliiminium kontaktin tozlanmasi.
Orintini toskil edon komponentlorin miixtalif diffuziya
omsalina malik olduglar1 ii¢iin tabalma prosesindo faza tobo-
qolosmasi bas verir vo platin silisiumla reaksiyaya girorok
silitsid yaranir. Yaranan TiW orinti diffuziya ¢apari rolunu
oynayir ki, bu da 6z ndvbasinda cihazin deqradasiya olunma-
s qarsisini alir.

Pd-Si STRUKTURUNUN FOTOELEKTRIK XASSOLORI

Yiik dastyicilarin kogiiriilmosi mexanizmi haqqinda slava
informasiyan1 fotoelektrik 6lgmolor zamani almaq olar. isdo
PdSi - n - Si vo PdSi - p - Si strukturlarinin fotoelektrik xas-
solori dyranilmisdir. Bu fotoelektrik dlgmolar iigiin iki tip ci-
hazdan istifads edilmisdir. Birinci tip cihazlar ovvaldo gosto-
rilmis texnologiya iizro hazirlanib: bu zaman planar omik va
hamginin diffuzion-gapar tobagolari biitdv, ikinci halda isa
halqovi formaya malikdir [4].

Strukturun isiqlanmasi zamani fotocorayan yalniz, totbiq
olunan gorginliyin polyarligi asagida yerloson qeyri-soffaf
aliminium elektroddaki miisbat potensiala uygun goldikde
yaranir. Gorginliyin oks polyarliginda fotocorayanin artmast
eksperimentin xotas1 daxilindo qiymoto malik olan qaranliq
corayani ilo miiqayisado ¢ox kicik olmusdur. Bu fakt onu
gostarir ki, miisahids etdiyimiz fotocorayan silisium 16vhonin
hacmi fotokegiriciliyi ilo deyil, metal elektroddak: dastyicila-
rin silisium 16vhoyo fotoemissiyasi ilo baglidir. Sokil 1-do
PdSi - p - Si strukturunun hassasliginin spektral asililig1 veril-
misdir.

R, sorti vahid
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Sakil 1. PdSi - p - Si strukturunun hassasliginin spektral
asililigl. 7= 77K.

Fotocarayanin maksimumunun voziyyati silisiumun udul-
masina uygun golir. Uzundalgali sorhadin bdyiimasi elektron-
larin metaldan silisiuma fotoemissiyasi ilo olagodardir. Bu
fotodiodlarin spektral xarakteristikalariin uzundalgali sarho-
di ¢oparin hiindiirlityii ils toyin olunur:

A=1,24/qp,

burada, A — isigin dalga uzunlugu, g, - potensial ¢oparin
hiindiirliiytidiir. PdSi - n - Si strukturlari ii¢lin gp, = 0,74 eV,
fotoeffektin qirmiz1 sarhadi 0,2 mkm-s uygundur.

PdSi - n - Si strukturlari {igiin carayan hassaslig1 otaq tem-
peraturunda A=2 mkm dalga uzunlugu i¢iin maksimumda
45 mA/Vt qiymatini alir. Fotohassasligm kigik olmasi iso
100A galinliginda PdSi-nin maksimum udmaya malik olmasi-
dir. PdSi - Si strukturu osasindaki giialanma qobuledicilari
spektral xarakteristikasina goro adi silisium fotodiodlarindan
onunla forqlonir ki, onlarin fotohassasliginin spektral diapa-
zonu kifayat qodor genisdirs.

Sokil 2-do diison slialanma zamani PdSi - p - Si struktur-
larinin VAX-1 (volt-amper xarakteristikasi) verilmisdir. Go-
riindiiyti kimi isiqlanma zamani todqiq olunan strukturlardan
kecon carayanin kifayot qodor doyisilmasi miisahido olunur.

Totbiq olunmus oks gorginliyin kigik qiymatlorinds
(0,2 - 0,8V) siialanma zamani todqiq olunan strukturlardan
kegon carayan 150+250, gorginliyin bir qodar bdyiik (1 - 2V)
qiymetlorindo 300+350, gorginlik 6 - 8V olduqda iso 10° dofo
doyiisir. Demoli, PdSi - p - Si strukturlarinin SBS optimal is
rejimi Ug = 6 - 8V arasindadir. Boyiik gorginliklordo sizma
corayanlarl koskin artir vo tadqiq olunan niimunalerin
desilmasi bas verir (isiq menboyi kimi A=3mkm dalga
uzunluguna koklonmis UKC-14A spektrometri istifads edilir,
is1q iso PdSi iizarina Si torofdon diisiir).
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4

Sakil 2. PdSi - p - Si asasinda Sottki diodunun volt-amper
(VAX) xarakteristikasi. 7= 80K.

Belaliklo, isiglanma zamani planar omik kontaktl: struk-
turlardan kegon coroyanin doyismosi holqovi kontaktli cors-
yanlardan kegon carayanin doyismasina nisbaton gox kigikdir.
Cox giiman ki, biitév kontakt zamani1 fotogenerasiya olunmus
desiklor metalin elektronlari ilo rekombinasiya olunur vo fa-
zalararas1 sorhodo ¢atmur.
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TECHNOLOGY FOR PRODUCING STRUCTURES PdSi - Si AND PHOTOELECTRICAL PROPERTIES
The obtaining technology of PdSi - Si structures and photoelectric properties of Schottky barrier is investigated in this article. It is
observed that the creation of Schottky receiver in «optical resonator» with a thin layer of PdSi leads to coefficient increase of the quantum
photoemission. The radiation absorption degree of photosensitive structure depends not only on PdSi thickness, but also on the dielectric
material thickness.
J.A. Kepumos, b.A. I'yay3ane, l1I.A. BaiipamoBa, P.P. 'acanoBa
TEXHOJIOTUA NOJYUYEHHUS CTPYKTYP PdSi - Si 1 ®OTOSJEKTPUUECKHAE CBOMCTBA
B nanHoil crathe mccnemoBaHBl TexHoNorus moiydeHus PdSi - Si ctpykryp m dorosnekrpuyeckue cBoiictBa Oapeepa IlloTTku.
OGHapyxeHo, 4to co3nanue IIIOTTKM NpHEMHHKA B BHIE «ONTHYECIOr0 pE30HATOpa» € TOHKUM cioeM PdSi mpuBoguT K pocty

K03(1)(1)I/IIII/IGHT8. KBaHTOBOU (1)OTO3MI/ICCI/II/I. CreneHp MOTIIANICHUS U3JIy4YCHUA (1)0T0'1IyBCTBI/ITeJ'II>HOI71 CTPYKTYPbl 3aBUCUT HE€ TOJBKO OT
TOJIUHBI PdSI, a TaKXKX€ OT TOJILIMHBI U MaT€pUaia IU3JICKTPUKA.
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